








Experiments on the Ultra Highly 阿agnetizedPlasma Device (ULMAP四 FU-I)
Using a Superconducting Magnet 
Toshitaka IDEHARA， Tomohiro KANEMAKI， Hisao YAGI 
and Yoshio ISHIDA 
The highly magnetized plasma device (ULMAP-FU-I) is 
set up， following our plan reported previously. The 
performance of the device and parameters of the generated 


















































はめ込むことによって、固定することができる o コイルの内径は 8.8cm長さは 3.0cm 


















源であり、最大定格はそれぞれ 35V 300 A 






ている o L-He層は外径 7.6cmのステン
レス管と内径 16.1 cmのステンレス管に固
まれた中空の円筒型で、高さは 158cmであ
り、内容積約 301を有する。また、 L-N2 
層は外径 21.6cmのステンレス管と内径






で、 L-He層を取り囲み、高さ 158、8cmで、内容積がほぼ 281であるo この層の底面
には、厚さ 1.0cmの銅板が取りつけられ、 L-He層の内側に取りつけられた外径 6.4
cm厚さ 3.0mmの銅管を、熱伝導によって L-N2温度近くにまで冷し、 L-He層の底面




プで 10 6Torr台の真空に排気している O かくして、クライオスタツトは、外径 29.0
cm高さ 165.3cmとなり、中心に内径 4.6cmの中空の室温部を有する。真空層は各層の

















プラズマ容器は、外径 4.3cm厚さ 2.0mm 長さ 130.0cm のステンレス管でできた
プラズマ拡散部と、その下端に取りつけられた内径 9.8cm 長さ 35.6cm のステンレス
管でできたプラズマ源とからなり、プラズマ拡散部がクライオスタットの中空室温部に入
-6 
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状態で 8...10X 10 Torr L-N2、Lー
135 
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となるo とこで Zは温度 T1と T2の箇所の聞の距離 Eは平均の熱伝導率を表わすo
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(3 ) 
ここで、 Ei Aiは温度 Tiの面の放射率と面積を表わす。
装置のパラメーターを代入して Qを計算した。 L-N2層においては、ステンレス管によ
る熱伝導とステンレス管面閣の熱輯射が主要な項となる。
Q = Q1+ Q2 = 298/z + 6.9 (ca1/sec) (4) 
乙とに、 zは L-N2の液面からクライオスタットの上部までの距離である o
一方、 L-He層においては、ステンレス管とコイルのリード線 (Cu) の熱伝導とステン
レス管面間およびステンレス管と鏑管の閣の熟語射が主要な項となる o しかるに、後者 Q2
は前者 Q1に対して無視でき、
Q = 331/z (ca1/sec) (5) 
となるo Z は L-Heの液面とクライオスタットの上部との聞の距離を表わす。





S(L-N2) = 27.9/z + 0.6 (l/h) (6) 
および









が見られるo また、 L-He層の液面が L-N2
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(cm) L-N2の液面の深さ z 
図 5 L-N2の消費速度の変化
一方、 L-He層での L-Heの消費速度は、計算責 (7)からわかるように、かなり大き
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表 2 装置の動作例
ガス圧 p -10-3 Torr 制e)
磁場強度 B = 15.2 KG 
磁場の一様性 く5忽 (20 cm) 
電子サイクロトロン周波数 fce 42.6 G抱
イオン・サイクロトロン周波数 fci= 5.8班iz
プラズマ密度 n -1.1 X 107 cm -3 
電子プラズマ周波数 fpe = 30 M也
電子湿度 Te = 5 eV 
イオン温度 Ti = 0.1 eV 
デパイ長 -1 ld 5 X 10 ~ cm 
イオンの平均ラーマ一半径 -3 ri 6 X 10 '" cm 
間程度とれるように改良すべく、リード線およびステンレス管の断面積を小さくする o







(3 ) 表 2に示した装置の動作例からわかるように、新しいプラズマ・パラメーター
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